HO3K

HO3 CIRCUITOSELECTRONICOSBASICOS
HO3K TECNICA DE IMPULSO (medida de las caracteristicas de los impulsos GO1R; modulacion de oscilaciones sinusoidales por
impulsos HO3C; transmision de informacidn digital, HOAL ; circuitos discriminadores de deteccidn de diferencia de fase entre dos
sefiales de conteo o integracion de ciclos de oscilacion HO3D 3/04; control automatico, arranque, sincronizacion o estabilizacién de
generadores de oscilaciones o de impulsos €electronicos donde €l tipo de generador es irrelevante o esta sin especificar HO3L ;
arranque, sincronizacion o estabilizacion de generadores cuando el tipo de generadores es indiferente o no especificado HO3L ;
codificacién, decodificacion o conversion de cédigo, en general HO3M) [4]
(2) La presente subclase cubre :
— los métodos, circuitos, dispositivos o aparatos que utilizan elementos activos que funcionan de manera discontinua o por
conmutacion, para generar, contar, amplificar, conformar, modular, demodular o manipular de cualquier otraformalas sefiales;
— laconmutacién electrénica no haciendo intervenir €l cierre'y la apertura de contactos;
— loscircuitos | 6gicos que manipulan impul sos el éctricos.
2 En la presente subclase, la expresién siguiente tiene el significado abajo indicado:
“ elemento activo” gjerce un control de la conversion de la energia de entrada en oscilaciones o en un flujo de energia
discontinua.
(©)] Dentro de la presente subclase, s las reivindicaciones del documento de patente no estan limitadas a un el emento de circuito
especifico, e documento se clasificaal menos segiin los elementos utilizados en el modo de realizacién descrito. [6]
Esquema general

GENERACION DE IMPULSOS
En general; con pendiente definida

0 con partes escalonadas...........ccceeeiiesesienen. 3/00; 4/00
GENERACION DE IMPULSOSA PARTIR
DE ONDAS SINUSOIDALES.......cco o 12/00

MANIPULACION DE IMPULSOS,
DIFERENTES DEL COMPUTO

M odulacién; demodulacién;

tranSfErenCia.......ccovevvevveeciecrecee e 7/00; 9/00;
11/00
(@1 (o =TSR 5/00, 6/00

CONTADORES DE IMPULSQOS,
DIVISORES DE FRECUENCIA

Con cadenas de cOmputo; con
integracion; con circuitos cerrados;

con e ementos multiestables....................... 23/00; 25/00;
27/00; 29/00
DELAIIES. ...ttt 21/00

APLICACIONES PARTICULARES

Conmutacion electrénica; circuitos
[OQICOS ...t 17/00; 19/00

3/00 Circuitos parala generacion deimpulsos eléctricos;
Circuitos monoestables, biestables o multiestables
(HO3K 4/00 tiene prioridad; para generadores de
funciones digitales en ordenadores GO6F 1/02) [1,5,8]

3/01 . Detales[38]

3/011 . . Modificacionesdel generador paracompensar las
variaciones de valoresfisicos, p. . tension,
temperatura [6,8]

3/012 . . Modificaciones del generador paramejorar el
tiempo de respuesta o para reducir € consumo de
energia[6,8]

3/013 . . Modificacionesdel generador con objeto de evitar
laaccion del ruido o de las interferencias [3,8]

3/014 . . Modificacionesdel generador paraasegurar la
puesta en marcha de las oscilaciones [6,8]

3/015 . . Modificacionesdel generador para mantener una
energia constante [6,8]

3/017 . . Control del ancho o delarelacidn de duracion del

periodo de los impulsos (modul acion de impul sos
en anchura HO3K 7/08) [3,8]
3/02 . Generadores caracterizados por €l tipo de circuito o
por los medios utilizados para producir impul sos
(HO3K 3/64 Hasta HO3K 3/84 tienen prioridad) [1,8]
3/021 . . por lautilizacion, como elementos activos, de mas
de un tipo de elementos o de medios, p. §.
BIMOS, dispositivos compuestos tales como
IGBT [6,8]
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3/023 . . porlautilizacion de amplificadores diferenciales o
comparadores, con realimentacion positivainterna
o externa[3,8]

3/0231 . Circuitos astables [6,8]
3/0232 . Circuitos monoestables [6,8]
3/0233 . Circuitos biestables [6,8]
3/0234 . . Circuitos multiestables [6,8]
3/027 . . porlautilizacion de circuitos 16gicos, con
realimentacion positivainterna o externa[3,8]
3/03 . . . Circuitosastables[3,8]
3/033 . . . Circuitos monoestables[3,8]
3/037 . . . Circuitosbiestables[3,8]
3/038 . . . Circuitos multiestables[6,8]
3/04 . . porlautilizacion como elementos activos de tubos
de vacio con realimentacién positiva
(HO3K 3/023, HO3K 3/027 tienen
prioridad) [1,3,8]
3/05 . . . utilizando otro medio de realimentacion que un
transformador [1,8]
3/06 . . . . utlizando a menos dos tubos acoplados de
forma que la entrada de cada uno es derivada
desde lasalidadéd otro, p. g.
multivibrador [1,8]
3/08 . . . . . astable[1,8]
3/09 . . . . . . Estabilizaciondel vaor desaida[2,8]
3/10 . . . . . monoestable[1,8]
3/12 . . . . . biestable[1,8]



HO3K

3/13

3/14

3/16

3/22

3/26

3/28

3/281

3/282
3/283
3/284
3/286
3/287

3/288

3/2885 .

3/289

3/2893 .

3/2897 .

3/29
3/30

3/313

3/315
3/33

3/335

3/35

3/351

3/352

3/3525 .

biestables con histéresis, p. §.
disparador de Schmitt [6,8]
multiestable [1,8]
utilizando un transformador parala
realimentacion, p. €. oscilador de blogueo con
nicleo saturable[1,8]
especialmente adaptados como
comparadores de amplitud, es decir,
Multiar [1,8]
por la utilizacién como elementos activos de
transistores bipolares con realimentacidn positiva
interna o externa (HO3K 3/023, HO3K 3/027
tienen prioridad) [1,2,8]
utilizando otro medio de realimentacion que un
transformador [1,8]
utilizando a menos dos transistores
acoplados de forma que la entrada del uno
derivadelasaidade otro, p. g.
multivibrador [1,8]
astable[1,8]
Estabilizacion del valor de salida[2,8]
monoestable [1,8]
biestable [1,3,8]
utilizando transistores adicionales en €
circuito de realimentacion
(HO3K 3/289 tiene prioridad) [3,8]
utilizando transistores adicionales en el
circuito de entrada (HO3K 3/289 tiene
prioridad) [3,8]
teniendo una configuracion
diferencial el circuito de
entrada [5,8]
del tipo maestro-repetidor [3,8]
biestables con histéresis, p. §.
disparador Schmitt [6,8]
con un circuito de entrada de
configuracion diferencial [6,8]
multiestable [1,8]
utilizando un transformador parala
realimentacion, p. €. osciladores de
bloqueo [1,8]
por la utilizacion como elementos activos de
dispositivos semiconductores con dos el ectrodos,
una o dos barreras de potencial, y presentando una
caracteristica de resistencia negativa [3,8]
siendo los dispositivos diodos tinel [1,8]
por lautilizacién como elementos activos de
dispositivos semiconductores que presentan una
acumulacién de huecos o efectos
acumulativos [1,8]
por la utilizacién como elementos activos de
dispositivos semiconductores con mas de dos
electrodos y que presentan €l efecto de
avalancha[1,8]
por la utilizacion como elementos activos de
dispositivos semiconductores bipolares con a
menos tres uniones PN, 0 al menos cuatro
electrodos o al menos dos el ectrodos conectados
en lamismaregion de conductividad
(HO3K 3/023, HO3K 3/027 tienen
prioridad) [1,3,8]
siendo los dispositivos transistores uniunién
(HO3K 3/352 tiene prioridad) [3,8]
siendo los dispositivos tiristores [ 3,8]
Tiristores de puerta de anodo o transistores
uniunion programables [6,8]

3/353

3/354
3/355
3/356 .
3/3562 .
3/3565 .
3/3568 .
3/357
3/36
3/37

3/38
3/40

3/42

3/43
3/45
3/47
3/49

3/51

3/53

3/537
3/543

3/55

3/57
3/59
3/64
3/66
3/70
3/72

3/78

por lautilizacién como elementos activos de
transistores de efecto de campo con
realimentacion positivainterna o externa
(HO3K 3/023, HO3K 3/027 tienen
prioridad) [2,3,8]
Circuitos astables [3,8]
Circuitos monoestables [3,8]
Circuitos biestables [3,8]
del tipo maestro-esclavo [6,8]
biestables con histéresis, p. g. disparador
Schmitt [6,8]
Circuitos multiestables [6,8]
por la utilizacion como elementos activos de
resistencias negativas de efecto de volumen, p. €.
dispositivos con efecto Gunn [2,8]
por la utilizacién como elementos activos de
dispositivos semiconductores no previstos en otro
lugar [2,8]
por la utilizacion como elementos activos de tubos
de atmdbsfera gaseosa, p. g . circuitos disparadores
astables (HO3K 3/55 tiene prioridad) [1,8]
por la utilizacién de dispositivos superconductores
como elementos activos[1,3,8]
por lautilizacién de células €l ectroquimicas como
elementos activos [1,8]
por la utilizacién de dispositivos optoel ectrénicos,
es decir, dispositivos emisoresde luz y
dispositivos fotoel éctricos acoplados eléctricau
Opticamente, como el ementos activos[1,8]
por la utilizacion de tubos de desviacién del haz
como elementos activos [1,8]
por la utilizacion, como elementos activos, de
dispositivos magnéticos o dieléctricos no
lineales [1,8]
siendo |os dispositivos parametrones [1,8]
siendo |os dispositivos ferroresonantes [1,8]
siendo los dispositivos nucleos magnéticos de
varias aberturas, p. . transfluxores [1,8]
por la utilizacion de un e emento que acumulala
energia descargada en una carga por un dispositivo
interruptor controlado por una sefial exterior y no
incorporando realimentacion positiva
(HO3K 3/335 tiene prioridad) [1,8]
siendo € dispositivo de conmutacion un
descargador [3,8]
siendo € dispositivo de conmutacion un tubo
devacio [3,8]
siendo el dispositivo de conmutacién un tubo
de atmosfera gaseosa con electrodo de
control [1,8]
siendo el dispositivo de conmutacién un
dispositivo de semiconductores[1,8]
por la utilizacion de dispositivos
galvanomagnéticos, p. g. con efecto Hall [2,8]
Generadores que producen trenes de impul sos, es
decir, secuencias de impulsos limitados [1,8]
por interrupcion de la corriente de salida de un
generador [1,8]
siendo igualeslos interval os de tiempo entre
todos los impul sos adyacentes de un tren [1,8]
con medios para hacer variar lafrecuenciade
repeticién de lostrenes[1,8]
engendrando un tren Gnico de impulsos que tiene una
caracteristica predeterminada, p. €. un nimero
predeterminado [1,8]
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3/80

3/84

3/86

4/00

4/02
4/04
4/06
4/08
4/10
4/12

4/14

4/16

4/18

4/20

4/22

4124

4/26

4/28

4/32

4/34

4/36

4/38

4/39

4/41

4/43

4/48

4/50

generando trenes de oscilaciones sinusoidales (por
variacion o interrupcion de las oscilaciones
sinusoidales HO3C; paralatransmision de
informacion digital HOAL) [1,8]

Generacion de impul sos que tienen una distribucion
estadistica predeterminada de un pardmetro, p. g.
generadores de impul sos al eatorios [2,8]
Generacion de impulsos por medio de lineas de
retardo no cubierto por los subgrupos

precedentes [2,8]

Generacion deimpulsos que tienen como
caracteristica esencial una pendiente definida o
partes escalonadas [1,8]

con partes escalonadas, p. €. en formade
escalera[1,8]
teniendo forma parabdlica[1,8]
teniendo formatriangular [1,8]
en dedientede sierra[1,8]
utilizando como elementos activos solamente
tubos de descarga[1,8]
en donde latension en diente de sierra es
producida a través de un condensador [1,8]
utilizando dos tubos acoplados de forma
que la entrada de cada uno derivadela
sdlida del otro, p. . multivibrador [1,8]
utilizando un solo tubo con
realimentacion positiva por
transformador, p. . oscilador de
bloqueo [1,8]
utilizando un solo tubo que presenta una
resistencia negativa entre dos de sus
electrodos, p. §. transitron, dinatron [1,8]
utilizando un tubo con realimentacion
negativa por condensador, p. g.
integrador Miller [1,8]
combinado con transitrén, p. g.
fantastrén, sanatron [1,8]
Generadores “Bootstrap” [1,8]
en los cuales la corriente en diente de sierra
es producida a través de una
inductancia [1,8]
utilizando un tubo que funciona como
dispositivo de interrupcion [1,3,8]
combinados con medios para producir
los impulsos de control [1,8]
utilizando un solo tubo con
realimentacién positiva por
transformador [1,8]
utilizando un solo tubo que presenta
una resistencia negativa entre dos
de sus electrodos, p. . transitron,
dinatron [1,8]
combinado con un integrador de
Miller [1,8]
utilizando un tubo que funciona como
amplificador [3,8]
con una realimentacién negativa por
condensador, p. g. integrador de
Miller [3,8]
combinado con medios para producir
impulsos de control [3,8]
utilizando como elementos activos dispositivos
de semiconductores (HO3K 4/787 Hasta
HO3K 4/84 tienen prioridad) [1,8]
en donde latension en diente de Sierra es
producida a través de un condensador [1,8]
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4/501

4/502

4/52

4/54

4/56

4/58
4/60

4/62

4/64

4/66

4/68

4/69

4/71

4/72

4/787

4/793
4/80

4/83

4/84

4/86

4/88

4/90

4/92

4/94

HO3K

estando determinado €l inicio del periodo
de retorno por laamplitud alatension
que atraviesa el condensador, p. €. por un
comparador [6,8]
estando cargado el condensador por
una fuente de corriente constante [6,8]
utilizando dos dispositivos
semiconductores acoplados de forma que
laentrada de cada uno deriva de la salida
del otro, p. €. multivibrador [1,8]
utilizando un solo dispositivo con
realimentacién positiva por
transformador, p. €. oscilador de
bloqueo [1,8]
utilizando un dispositivo de
semiconductores con realimentacion
negativa por condensador, p. €.
integrador Miller [1,8]
. Generadores “Bootstrap” [1,8]
en donde la corriente en diente de sierraes
producida a través de unainductancia [1,8]
utilizando un dispositivo semiconductor
que funciona como dispositivo de
interrupcion [1,3,8]
combinado con medios para producir
impulsos de control [1,8]
utilizando un solo dispositivo con
realimentacion positiva, p. §.
oscilador de bloqueo [1,8]
Generadores en los cuaes €
dispositivo interruptor es conductor
durante el tiempo de retorno del
ciclo[1,8]
utilizando un dispositivo semiconductor
gue funciona como amplificador [3,8]
con una realimentacién negativa por
condensador, p. §. integrador de
Miller [3,8]
combinado con medios para producir
impulsos de control [1,8]
utilizando como elementos activos dispositivos
semiconductores con dos electrodos y que
presentan una caracteristica de resistencia
negativa[2,8]
utilizando diodos tunel [2,8]
utilizando como elementos activos diodos
multicapas [1,8]
utilizando como elementos activos dispositivos
semiconductores con a menos tres uniones PN,
0 a menos cuatro electrodos o a menos dos
electrodos conectados en la mismaregion de
conductividad [2,8]
Generadores en |os cuales | os dispositivos
semiconductores son conductores durante el
tiempo de retorno del ciclo [1,8]
utilizando como elementos activos tubos en
atmosfera gaseosa[1,8]
utilizando como elementos activos elementos
electroquimicos[1,8]
Linealizacién de pendiente (modificacion de las
pendientes de los impulsos HO3K 6/04;
correccion de la distorsién de los receptores de
television HO4N 3/23); Sincronizacion de
impulsos[2,8]
con unaforma de onda que tiene una porcion de
senoide (generacion de impulsos senoidales
HO3B) [2,8]
de formatrapezoidal [2,8]



HO3K

5/00

Z
=3
g

5/003

5/007

5/01

5/02

5/04

5/05

5/06

5/07
5/08

5/12

5/125

M anipulacion de impulsos no cubiertos por ninguno
delosotros grupos principalesde la presente
subclase (circuitos de realimentacion HO3K 3/00,
HO3K 4/00; utilizando dispositivos magnéticos o
eléctricos no lineales HO3K 3/45) [1,8]

En €l presente grupo, las sefia es de entrada son del tipo
impulso. [3]

Cambio del nivel de corriente continua
(reincorporacion de la componente de corriente
continua de una sefia de television HO4N 5/16) [6,8]

Estabilizacién de lalinea de base (aplicacion de un

umbral HO3K 5/08) [6,8]
Para dar forma alos impulsos (discriminacion del
ruido o de lasinterferencias HO3K 5/125) [1,8]
por amplificacion (HO3K 5/04 tiene
prioridad) [1,8]

por aumento de la duracion; por disminucion dela

duracion [1,8]
por la utilizacion de sefiales de reloj o de otras
sefiales de referencia de tiempos [ 3,8]

por la utilizacion de lineas de retardo o de otros

elementos de retardo andlogos [3,8]

por la utilizacion de circuitos resonantes [3,8]
por limitacién, por aplicacion de un umbral, por
corte, es decir, por aplicacion combinada de una
limitacion y un umbral (HO3K 5/07 tiene
prioridad; comparacién de un impulso con otro

HO3K 5/22; produccion de un umbral determinado

parala conmutacion HO3K 17/30) [1,3,8]

por rectificacion de los bordes de entrada o de

salida[1,8]
Discriminacion de impulsos (caracteristicas de
medicion de pulsos individuales GO1R 29/02;
separacion de sefiales de sincronizacidn en sistemas
de television HO4N 5/08) [6,8]

5/1252 . . Supresion o limitacion deruido o deinterferencia

(especia mente adaptada para sistemas de
transmision HO4B 15/00, HO4L 25/08) [6,8]

5/1254 . . . especidmente adaptada paralosimpulsos

5/13

5/131
5/133

5/134
5/135

5/14

5/145
5/15

5/151

generados por €l cierre de interruptores, es
decir, dispositivos anti-rebote (circuitos anti-
rebote para rel ojes electronicos
G04G 5/00) [6,8]
Disposiciones que tienen una salida nicay
transforman la sefial de entrada en impulsos
transmitidos en interval os de tiempo
deseados [1,8,2014.01]
Control digital [2014.01]
utilizando una cadena de dispositivos de retardo
activa[2014.01]
con transistores de efecto de campo [2014.01]
por la utilizacion de sefiales de referenciade
tiempo, p. §. sefiales dereloj [3,8]
por la utilizacion de lineas de retardo
(HO3K 5/133 tiene prioridad) [3,8,2014.01]
. por lautilizacion de circuitos resonantes [3,8]
Disposiciones en las que los impul sos son
suministrados en varias salidas en instantes
diferentes, es decir, distribuidores de impulsos
(dispositivos de distribucién, de conmutacion o de
apertura de puertas HO3K 17/00) [2,8]
con dos salidas complementarias [6,8]
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5/153

5/1532 .

5/1534 .
5/1536 .

5/156

5/159

5/19

5/22

5/24
5/26

6/00

6/02
6/04

7/00

7/02
7104
7/06

7/08
7/10

9/00

9/02
9/04
9/06

9/08

9/10
11/00

Dispositivos en los que un impulso es suministrado
en e instante en que una caracteristica
predeterminada de un umbral de entrada se presenta,
o0 después de un intervalo de tiempo fijado a
continuacion de ese instante (conmutacién en el paso
por cero HO3K 17/13) [1,8]
Detectores de pico (medida de |as caracteristicas
deimpulsos individuales GO1R 29/02) [6,8]
Detectores de transicién o de frente [6,8]
Detectores de paso por cero (en circuitos de
medida GO1R 19/175) [6,8]
Disposiciones en las cuales un tren de impul sos es
transformado en un tren que tiene una caracteristica
deseada[1,8]
Aplicaciones de lineas de retardo no cubiertas por 1os
subgrupos precedentes [1,8]
Control de la configuracion de trenes de impulsos
(indicacion de laamplitud GO1R 19/00; indicacién de
lafrecuencia GO1R 23/00; medida de las
caracteristicas de impulsos individuales
GO1R 29/02) [3,8]
Circuitos que presentan varias entradas y una salida
para comparar impulsos o trenes de impul sos entre
ellos en lo que concierne a ciertas caracteristicas de la
sefid de entrada, p. €. la pendiente, laintegral
(indicacion del desfase entre dos trenes de impul sos
periédicos GO1R 25/00) [3,8]
siendo la caracteristicala amplitud [3,8]
siendo la caracteristicala duracion, € intervalo, la
posicion, lafrecuencia o la secuencia[3,8]

Manipulacion de impulsos de pendiente definiday no
cubierta por ninguno delos otros grupos principales
de la presente subclase (circuitos de realimentacion
HO3K 4/00) [1,8]

En € presente grupo, las sefia es de entrada son del tipo
impulso. [3]

Amplificacién deimpulsos[1,8]

Modificacion de las pendientes de losimpulsos, p. €.
correccion de ladistorsion en S (correccion de la
distorsion en S paralatelevision HO4N 3/23) [1,8]

M odulacién deimpulsos por una sefial moduladora
devariacion continua[1,8]
Modulacion de amplitud, es decir, PAM [1,8]
Modulacion de posicidn, es decir, PPM [1,8]
Modulacion de frecuencia o de velocidad, es decir
PFM o PRM [1,8]
Modulacion de duracién o de anchura [1,8]
Modulacion combinada, p. €. modulacién de
velocidad y modulacion de amplitud [1,8]

Demodulacién de impulsos los cuales han sido
modulados con una sefial de variacion continua [1,8]
de impulsos modulados en amplitud [1,8]
de impul sos modul ados en posicion [1,8]
de impulsos modulados en frecuencia o en
velocidad [1,8]
de impulsos modulados en duracion o en
anchura[1,8]
de impulsos que tienen modulacién combinada[1,8]

Transformacion de los tipos de modulacion, p. €.
transfor macién de impulsos modulados en posicién
en impulsos modulados en duracion [1,8]
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12/00

17/00

17/04
17/041

17/0412 .

17/0414 .
17/0416 .

17/042

17/0422 .
17/0424 .

17/06

17/08

17/081

17/0812 .

17/0814 .

17/082

17/10

17/12

17/13

17/14

17/16

17/18

17/20

17/22

17/24

17/26

17/28

Produccion deimpulsos por distorsion o
combinacion de ondas sinusoidales (configuracion de
los impulsos HO3K 5/01; combinacién de ondas
sinusoidal es que utilizan elementos que funcionan de
manera no conmutativa HO3B 21/00) [3,8]

Conmutacién o apertura de puerta electrénica, es
decir, por otrosmedios distintos al cierrey apertura
de contactos (amplificadores controlados HO3F 3/72;
disposiciones de conmutacion para los sistemas de
centrales que utilizan dispositivos estéticos

H04Q 3/52) [1,8]

Modificaciones para acelerar laconmutacién [1,3,8]
sin retroaccion del circuito de salida hacia el
circuito de control [6,8]

por medidas dispuestas en €l circuito de

control [6,8]

Medidas contra la saturacién [6,8]

por medidas dispuestas en €l circuito de

sdida[6,8]
por retroaccion del circuito de salida hacia el
circuito de control [6,8]

Medidas contrala saturacion [6,8]

por la utilizacion de un transformador [6,8]

M odificaciones para asegurar un estado

completamente conductor [1,3,8]

M odificaciones para proteger e circuito de

conmutacion contrala sobreintensidad o

sobretension [1,3,8]
sin retroaccién del circuito de salida hacia el
circuito de control [6,8]

por medidas tomadas en el circuito de
control [6,8]
por medidas tomadas en el circuito de
sdlida[6,8]
por retroaccion del circuito de salidahaciael
circuito de control [6,8]
M odificaciones para aumentar latension conmutada
maximaadmisible [1,3,8]

M odificaciones para aumentar la corriente conmutada

maximaadmisible [1,3,8]

M odificaciones para conmutar en e momento del
paso por cero (produccion de un impulso en el
momento del paso por cero HO3K 5/1536) [3,8]
M odificaciones para compensar |as variaciones de
valoresfisicos, p. §. de latemperatura[1,3,8]

M odificaciones para eliminar las tensiones o
corrientes parasitas[1,3,8]

Modificaciones paraindicar el estado de un
conmutador [1,3,8]

M odificaciones para restablecer 10s 6rganos de
conmutacion con nucleo a un estado
predeterminado [1,3,8]

M odificaciones para asegurar un estado inicial

predeterminado cuando la tension de alimentacién ha

sido aplicada (generadores biestables
HO3K 3/12) [1,3,8]
amacenando en memoria el estado real cuando la
tension de alimentacion es defectuosa [1,3,8]
M odificaciones para asegurar un blocaje temporal
después de la recepcidn de impulsos de
control [1,3,8]

M odificaciones paraintroducir un retardo antes de la

conmutacion (interruptores de programa que
permiten una eleccion de interval os de tiempo para
gjecutar varias operaciones de conmutacion

HO3K 17/296) [1,3,8]
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17/284

17/288
17/292

17/296

17/30

17/51

17/52

17/54

17/56

17/567

17/58
17/60

17/605

17/61

17/615
17/62

17/64
17/66

17/68

17/687

17/689

17/691

17/693

HO3K

en los conmutadores de transistores con efecto de
campo [3,8]
en los conmutadores de tubos [3,8]
en los conmutadores de tiristor, de transistor
uniunion o de transistor uniunién
programable [3,8]
Modificaciones para permitir una eleccion de
interval os de tiempo para g ecutar varias operaciones
de conmutacion y que paran autométicamente su
funcionamiento cuando el programa ha terminado
(relojes electronicos con medios destinados a ser
accionados en instantes elegidos de antemano o
después de interval os de tiempo predeterminados
G04G 15/00) [3,8]
M odificaciones para suministrar un umbral
predeterminado antes de la conmutacion (formacion
deimpulsos por aplicacion de un umbral
HO3K 5/08) [1,3,8]
caracterizada por la utilizacion de componentes
especificos (HO3K 17/04 Hasta HO3K 17/30,
HO3K 17/94 tienen prioridad) [3,8]
por la utilizacion, como elementos activos, de
tubos de atmésfera gaseosa [1,3,8]
por la utilizacion, como elementos activos, de
tubos de vacio (utilizando diodos
HO3K 17/74) [1,3,8]
por la utilizacién, como elementos activos, de
dispositivos semiconductores (utilizando diodos
HO3K 17/74) [1,3,8]
Circuitos caracterizados por la utilizacion de al
menos dos tipos de dispositivos
semiconductores, p. §. BIMOS, dispositivos
compuestos tales como IGBT [6,8]
siendo los dispositivos diodos tunel [1,3,8]
siendo |os dispositivos transistores bipolares
(transistores bipolares con a menos cuatro
electrodos HO3K 17/72) [1,3,8]
con aislamiento galvanico entre el circuito
de control y el circuito de salida
(HO3K 17/78 tiene prioridad) [5,8]
utilizando un acoplamiento por
transformador [5,8]
en una configuracion Darlington [5,8]
Dispositivos de conmutacién que tienen
varios bornes de entraday de salida, p. g.
multiplexores, distribuidores (circuitos
16gicos HO3K 19/00; convertidores de
codigo HO3M 5/00, HO3M 7/00) [1,3,8]
con cargas inductivas [1,3,8]
Dispositivos de conmutacion para pasar la
corriente en unau otra direccion a voluntad;
Dispositivos de conmutacion parainvertir el
sentido de la corriente avoluntad [1,3,8]
especial mente adaptados para conmutar
corrientes o tensiones alternas [1,3,8]
siendo los dispositivos transistores de efecto de
campo [3,8]
con aislamiento galvanico entre el circuito
de control y el circuito de salida
(HO3K 17/78 tiene prioridad) [5,8]
utilizando un acoplamiento por
transformador [5,8]
Dispositivos de conmutacién que tienen
varios bornes de entraday de salida, p. g.
multiplexores, distribuidores (circuitos
16gicos HO3K 19/00; convertidores de
codigo HO3M 5/00, HO3M 7/00) [3,8]



HO3K

17/695

17/70

17/72

17/722

17/723

17/725

17/73

17/732
17/735

17/74

17/76

17/78

17/785

17/79

17/795

17/80

17/81

17/82
17/84

17/86

con cargas inductivas (proteccion de los

circuitos de conmutacion contra una tension

inducida por € ciclo de retorno

HO3K 17/08) [6,8]
con solo dos electrodos y presentando una
resistencia negativa (utilizando diodos tinel
HO3K 17/58) [1,3,8]
Dispositivos semiconductores bipolares con al
menos tres uniones PN, p. g . tiristores,
transistores uniunién programables, o con a
menos cuatro electrodos, p. g. conmutadores
controlados por silicio, o con dos electrodos
conectados a lamisma regién de conductividad,
p. §. transistores uniunion [1,3,8]

con aislamiento galvéanico entre el circuito

de control y € circuito de salida

(HO3K 17/78 tiene prioridad) [5,8]

utilizando un acoplamiento por

transformador [5,8]
paratensiones o corrientes alternas
(HO3K 17/722, HO3K 17/735 tienen
prioridad) [3,5,8]
paratensiones o corrientes continuas
(HO3K 17/722, HO3K 17/735 tienen
prioridad) [3,5,8]

Medidas para permitir el blogqueo [5,8]
Dispositivos de conmutacidn que tienen
varios bornes de entraday de salida, p. g.
multiplexores, distribuidores (HO3K 17/722
tiene prioridad; circuitos |6gicos
HO3K 19/00; convertidores de codigo
HO3M 5/00, HO3M 7/00) [3,5,8]

por la utilizacién, como elemento activo, de
diodos (por la utilizacion, de al menos dos tipos de
dispositivos semiconductores HO3K 17/567; por la
utilizacion de diodos tanel HO3K 17/58; por la
utilizacion de diodos de resistencia negativa
HO3K 17/70) [1,3,8]
Dispositivos de conmutacion que tienen varios
bornes de entraday de sdlida, p. §.
multiplexores, distribuidores (circuitos 6gicos
HO3K 19/00; convertidores de codigo
HO3M 5/00, HO3M 7/00) [1,3,8]
por la utilizacion, como elementos activos, de
dispositivos opto-€l ectronicos, es decir,
dispositivos emisores de luz y dispositivos
fotoel éctricos acoplados eléctricau
Opticamente [1,3,8]
controlando conmutadores de transistores de
efecto de campo [5,8]
controlando conmutadores de semiconductores
con a menos tres uniones PN o al menos cuatro
electrodos, o al menos dos electrodos
conectados ala mismaregion de
conductividad [5,8]
. controlando transistores bipolares [5,8]
por la utilizacion, como elementos activos, de
dispositivos magnéticos o dieléctricos no
lineales[1,3,8]
Dispositivos de conmutaci6n que tienen varios
bornes de entraday de sdlida, p. g.
multiplexores, distribuidores (circuitos 16gicos
HO3K 19/00; convertidores de codigo
HO3M 5/00, HO3M 7/00) [3,8]
siendo los dispositivos transfluxores [1,3,8]
siendo los dispositivos de pelicula
delgada[1,3,8]
siendo los dispositivos “twistors’ [1,3,8]

17/88

17/90

17/92

17/94

17/945

17/95
17/955
17/96

17/965

17/967

17/968
17/969

17/97
17/972

17/975
17/98

19/00

19/003
19/007

19/01
19/013
19/017

por lautilizacién, como elementos activos, de
tubos de desviacion de haz [1,3,8]
por lautilizacién, como elementos activos, de
dispositivos galvanomagnéticos, p. €. dispositivos
de efecto Hall (HO3K 17/95, HO3K 17/97 tienen
prioridad) [2,3,8]
por la utilizacion, como elementos activos, de
dispositivos superconductores [2,3,8]
caracterizado por la manera en que son producidas
las sefides de control [3,4,8]
Conmutadores de proximidad (HO3K 17/96 tiene
prioridad) [3,8]
utilizando un detector magnético [3,8]
utilizando un detector capacitivo [3,8]
Conmutadores de contacto (especialmente
adaptados para su uso en relojes electronicos sin
partes méviles G04G 21/08) [3,8]
Conmutadores accionados por el desplazamiento
de un elemento incorporado en el
conmutador [3,8]
gue tienen una pluralidad de elementos de
control, p. §. teclados (HO3K 17/969,
HO3K 17/972, HO3K 17/98 tienen
prioridad) [4,8]
que utilizan dispositivos optoel ectronicos [4,8]
gue tienen una pluralidad de elementos de
control, p. §. teclados [4,8]
utilizando un elemento mévil magnético [3,8]
gue tienen una pluralidad de elementos de
control, p. §. teclados [4,8]
utilizando un elemento movil capacitivo [3,8]
gue tienen una pluralidad de elementos de
control, p. §. teclados [4,8]

Circuitos | 6gicos, es decir, teniendo al menos dos
entradas que acttian sobre una salida (circuitos para
sistemas de computadores que utilizan laldgica difusa
GO6N 7/02); Circuitosdeinversion [1,8]
M odificaciones para aumentar lafiabilidad [3,8]
Circuitos que afirman la seguridad en caso de
defecto [3,8]
M odificaciones para acelerar la conmutacion [3,8]
en los circuitos de transistor bipolar [3,8]
en los circuitos de transistor de efecto de
campo [3,8]

19/0175 . Disposiciones parael acoplamiento; Disposiciones

paralainterfase (disposiciones paralainterfase para
computadores digitales GO6F 3/00,
GO6F 13/00) [5,8]

19/018 utilizando Unicamente transistores bipolares[5,8]

19/0185 . . utilizando Unicamente transistores de efecto de
campo [5,8]

19/02 que utilizan componentes especificos (HO3K 19/003

Hasta HO3K 19/0175 tienen prioridad) [1,3,5,8]

19/04 utilizando tubos de gas[1,8]

19/06 utilizando tubos de vacio (utilizando rectificadores
con diodos HO3K 19/12) [1,8]

19/08 utilizando dispositivos semiconductores
(HO3K 19/173 tiene prioridad; en los que los
dispositivos semiconductores son exclusivamente
rectificadores de diodos HO3K 19/12) [1,3,8]

19/082 utilizando transistores bipolares[3,8]

19/084 L dgica diodo-transistor [3,8]

19/086 L dgica de acoplamiento por el emisor [3,8]

19/088 L dgica transistor-transistor [3,8]

19/09 Ldgicaresistencia—transistor [3,8]

19/091 Ldgica de inyeccién integrada[3,8]
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19/094

19/0944 .

19/0948 .
19/0952 .

19/0956 .

19/096

19/098
19/10
19/12
19/14

19/16

19/162
19/164
19/166
19/168
19/17

19/173

19/177
19/18

19/185

19/19

19/195
19/20

19/21

19/23

21/00

21/02
21/08
21/10
21/12
21/14

21/16

21/17
21/18

21/20
21/38

21/40

utilizando transistores de efecto de campo [3,8]
utilizando transistores MOSFET
(HO3K 19/096 tiene prioridad) [5,8]
utilizando dispositivos CMOS [5,8]
utilizando transistores FET de tipo Schottky
(HO3K 19/096 tiene prioridad) [5,8]
Ldgicade transistores FET y de diodos
Schottky (HO3K 19/096 tiene
prioridad) [5,8]
Circuitos sincronos, es decir, circuitos que
utilizan sefiales de reloj [3,8]
utilizando tiristores [3,8]
utilizando diodos tunel [1,3,8]
utilizando rectificadores de diodo [1,8]
utilizando dispositivos optoel ectronicos, es decir,
dispositivos emisores de luz y dispositivos
fotoel éctricos acoplados el éctrica u 6pticamente
(elementos 6pticos |6gicos GO2F 3/00) [1,8]
utilizando dispositivos magnéticos saturables [1,8]
utilizando parametrones [1,8]
utilizando dispositivos ferrorresonantes [1,8]
utilizando transfluxores [1,8]
utilizando dispositivos de peliculadelgada[1,8]
utilizando “twistors’ [1,8]
utilizando circuitos 16gicos elementales como
componentes [3,8]
dispuestos en forma matricial [3,8]
utilizando dispositivos galvanomagnéticos, p. g.
dispositivos de efecto Hall [2,8]
utilizando elementos diel éctricos con una
constante dieléctrica variable, p. €. condensadores
ferroeléctricos [2,8]
utilizando dispositivos ferrorresonantes [ 2,8]
utilizando dispositivos superconductores [2,3,8]
caracterizados por lafuncion logica, p. g . circuitos
Y, O, NI, NO (HO3K 19/003 Hasta HO3K 19/01
tienen prioridad) [1,8]
Circuitos O EXCLUSIVO, es decir, que dan una
sefid de salida s existe una sola sefial de entrada;
Circuitos de COINCIDENCIA, es decir, dan una
sefial de salida si todas las sefiales de entrada son
idénticas [3,8]
Circuitos de mayoria o de minoria, es decir, que
dan una sefid de salida cuando €l estado es el dela
mayoria o minoria de las sefial es de entrada [3,8]

Detalles de contadores de impulsos o de divisores de
frecuencia[1,8]

Circuitos de entrada[1,4,8]
Circuitosde salida[1,4,8]

comprendiendo circuitos 16gicos[1,8]

con lecturaen paralelo [1,4,8]

con lecturaen serie del nimero en

memoria[1,4,8]
Circuitos para transportar impulsos entre décadas
sucesivas[1,8]

con transistores de efecto de campo [4,8]
Circuitos para dar unaindicacion visua del
resultado [1,4,8]

utilizando lamparas de descarga luminosa[1,8]
Arranque, parada o vueltaa un valor inicial del
contador (contadores con una base distinta de una
potencia de dos HO3K 23/48, HO3K 23/66) [4,8]
Vigilancia; Deteccion de errores; Evitacion o
correccion del funcionamiento incorrecto del
contador [4,8]
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23/00

23/40

23/42

23/44

23/46

23/48

23/50

23/52

23/54

23/56

23/58

23/60
23/62
23/64

23/66

23/68

23/70

23/72

23/74
23/76

23/78
23/80

23/82
23/84
23/86

25/00

25/02

25/04

25/12
27/00

HO3K

Contadores de impulsos que comprenden cadenas de
computo; Divisores de frecuencia que comprenden
cadenas de computo (HO3K 29/00 tiene
prioridad) [1,8]
Sefial es de apertura de puerta o de reloj aplicadas a
todas las etapas, es decir, contadores sincronos [4,8]

Sefial es desfasadas de apertura de puerta o de rel o]

aplicadas alas etapas de contado [4,8]
utilizando transistores de efecto de campo [4,8]
utilizando dispositivos de transferencia de
carga, es decir, elementos de series o
dispositivos de acoplamiento de carga [4,8]

con una base o raiz diferente de una potencia de

dos (HO3K 23/42 tiene prioridad) [4,8]

utilizando circuitos desconectadores biestables a

reaccion (HO3K 23/42 Hasta HO3K 23/48 tienen

prioridad) [4,8]

. utilizando transistores de efecto de campo [4,8]
Contadores anulares, es decir, contadores con
registro de desplazamiento con retroaccion
(HO3K 23/52 tiene prioridad) [4,8]

Contadores reversibles (HO3K 23/52 tiene
prioridad) [4,8]
Sefiales de apertura de puerta o de reloj no aplicados
atodas las etapas, es decir, contadores asincronos
(HO3K 23/74 Hasta HO3K 23/84 tienen
prioridad) [4,8]
con transistores de efecto de campo [4,8]
reversibles [4,8]
con unabase o raiz diferente de una potencia de dos
(HO3K 23/40 Hasta HO3K 23/62 tienen
prioridad) [4,8]

con una base de conteo variable, p. €. por

preajuste o por adicion o supresion de

impulsos [4,8]

con una base diferente de un nimero entero [4,8]

con una base que es un nimero impar

(HO3K 23/66 tiene prioridad) [4,8]

Contadores de décadas (HO3K 23/66 tiene

prioridad) [4,8]

que utilizan relés[4,8]

que utilizan nuicleos magnéticos o condensadores
ferroel éctricos [4,8]

que utilizan dispositivos optoel ectrénicos[4,8]

que utilizan dispositivos semiconductores que tienen
dos electrodos solamente, p. . diodo tunel, diodo de
varias capas [4,8]

que utilizan tubos de gas[4,8]

que utilizan tiristores o transistores de unién [4,8]
reversibles (HO3K 23/40 Hasta HO3K 23/84 tienen
prioridad) [4,8]

Contadores de impulsos con integracién paso a paso
y acumulacion estética; Divisores de frecuencia
analogos[1,8]
comprendiendo una acumulacién de carga, p. €.
condensador sin histéresis de polarizacion [1,8]
utilizando un generador de impulsos auxiliar que
se dispara por losimpulsos incidentes [1,4,8]
comprendiendo una acumulacion de histéresis[1,8]

Contadores deimpulsos en los cualeslosimpulsos
circulan continuamente en bucle cerrado; Divisores
de frecuencia analogos (contadores con registro de
desplazamiento con retroaccion HO3K 23/54) [1,4,8]



HO3K

29/00

29/04

Contadores de impulsos que comprenden elementos

multiestables, p. €. para escala ternaria, paraescala

decimal; Divisores de frecuencia anélogos [1,8]
utilizando tubos de descarga en gases de varios
catodos [4,8]

29/06 . utilizando tubos ddl tipo de haz, p. €. magnetrones,

tubos de rayos catédicos [4,8]

99/00 Materiano prevista en otros grupos de esta

subclase [2013.01]

(2016.01), SeccionH



